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(57) Abstract: The invention relates to a device and method for pulling a single
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Fig. 1

crystal of semiconductor material out of a melt using the CZ method, the device
comprising: a crucible for holding the melt; a resistance heater situated around the
crucible; a camera system for observing a phase boundary between the melt and the
growing single crystal, the camera system having an optical axis; and a heat shield,
which has a truncated cone shape in the region of its lower end, with a tapering
diameter, and is situated over the crucible and surrounds the growing single crys-
tal, characterised by an annular element for collecting particles, which protrudes
inwards from an inner side face of the heat shield and has an upwardly directed col-
lection edge on its inner end, the optical axis of the camera system running between
the collection edge and the growing single crystal.

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung und Verfahren zum Ziehen eines Einkristalls
aus Halbleitermaterial nach der CZ-Methode aus einer Schmelze, die Vorrichtung
umfassend einen Tiegel zum Aufnehmen der Schmelze; eine Widerstandsheizung,
die um den Tiegel herum angeordnet ist; ein Kamerasystem zum Beobachten einer
Phasengrenze zwischen der Schmelze und dem wachsenden Einkristall, wobei das
Kamerasystem eine optische Achse aufweist; und einen Hitzeschild, der im Bereich
seines unteren Endes kegelstumpfformig mit sich verjiingendem Durchmesser aus-
gebildet ist und der {iber dem Tiegel angeordnet ist und den wachsenden Einkristall
umgibt, gekennzeichnet durch ein ringférmiges Element zum Auffangen von Parti-
keln, das von einer inneren Seitenfliche des Hitzeschilds aus nach innen ragt und
an seinem inneren Ende eine nach oben gerichtete Fangkante aufweist, wobei die
optische Achse des Kamerasystems zwischen der Fangkante und dem wachsenden
Einkristall verlauft.

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veriffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)



